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Останнім часом зріс інтерес до аналізу впливу впровадження ато-

мів, іонів або молекул у шаруваті напівпровідники класу А3В6 [1]. За-
цікавленість процесом інтеркаляції [2] викликана не тільки неповним 
розуміння її природи, але й багатообіцяючими можливостями практи-
чного застування отриманих на її основі різноманітних інтеркаляцій-
них сполук. 

Кристали селеніду індію (InSe) володіють шаруватою структурою, 
яка основана на ковалентно-іонному та ван-дер-ваальсівському типах 
зв’язків, і, як наслідок, їй притаманна підвищена адсорбція до сторон-
ніх атомів, іонів чи молекул. 

В експериментах базовим матеріалом служив шаруватий напівпро-
відник InSe, вирощений методом Бріджмена. Досліджувані зразки ви-
різалися у вигляді прямокутних паралелепіпедів розміром 
13 ´ 10 ´ 5,5 мм. Інтеркаляцію здійснювали експозиційним методом, 
поміщенням зразків у рідинне середовище C3H8O3, яке мало однакову 
температуру з матеріалом. В цьому випадку основним параметром 
процесу інтеркаляції був час експозиції. 

Визначення основних параметрів зразків здійснювалося за допомо-
гою вимірювання ЕРС Холла і вимірювального комплексу Solartron SI 
1255. 

Після перших 14 діб інтеркаляції зразків у C3H8O3, спостерігалося 
зростання провідності, концентрації, рухливості основних носіїв заря-
ду та імпедансу. Подальше продовження процесу впровадження при-
вело до незначного зменшення основних параметрів зразків, окрім 
імпедансу, величина якого зменшилася на два порядки. 
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